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１．概要 

 ＥＣＮ３０３０シリーズ（ＥＣＮ３０３０／３０３１／３０３５／３０３６）は、ＭＯ

Ｓ(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)，ＩＧＢＴ(Insulated Gate 

Bipolar Transistor)等の三相ブリッジ駆動用ＩＣです。 

 特に、ＡＣ１００Ｖ系（ＥＣＮ３０３０／３０３１）およびＡＣ２００Ｖ系（ＥＣＮ３

０３５／３０３６）の三相ＤＣブラシレスモータの可変速制御用に最適です。 

 ＥＣＮ３０３０／３０３１／３０３５／３０３６は、ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖ系の他に、

Ｖｒｅｆ値が異なります。詳しくは、２．（４）ＲＳ端子を参照して下さい。 

 図１に回路ブロックを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図１．回路ブロック図１．回路ブロック図１．回路ブロック図１．回路ブロック    
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２．端子機能及び等価回路 

（１）ＨＵ，ＨＶ，ＨＷ端子 

・三相ブリッジの出力素子を制御する入力端子です。図２

に等価回路を示します。入力電圧は、５ＶＣＭＯＳまた

はＴＴＬコンパチとなっています。また、それぞれの入

力には、ｔｙｐ．２００ｋΩのプルアップ抵抗を内蔵し

ています。 

・入力端子はインピーダンスが高いため、ノイズの影響を

受ける可能性があります。ノイズが観測される場合には

ＣＢ端子との間にプルアップ抵抗 ５．６ｋΩの接続、

または入力端子に近接して５００ｐＦ程度のセラミッ

クコンデンサの設置、または両者の設置を推奨いたします。 

 

（２）ＶＳＰ端子 

・モータの回転数をコントロールする速度指令入力端子です。図３に等価回路を示します。

ＣＲ端子の三角波とＶＳＰに入力されるアナログ信号を比較し、ＰＷＭ信号を生成しま

す。ＰＷＭデューティは三角波振幅レベルの下限値ＶＳＡＷＬから上限値ＶＳＡＷＨの

間でリニアに変化し、ＶＳＡＷＬ以下で０％、ＶＳＡＷＨ以上で１００％となります。

ＰＷＭ動作は下アームで行います。 

・入力端子には、入力抵抗ｔｙｐ．３００Ωとプルダウン抵抗ｔｙｐ．２００ｋΩが内蔵

されています。 

・ＶＳＰ端子の入力電圧をＶＢ以上にする場合の注意 

ＶＳＰの入力電圧をＶＢ電源出力電圧以上にするとＩＣ内部に電流が流れ込みます。

ＶＢ電源出力電圧以上を入力する場合は、ＶＳＰ信号とＶＳＰ端子間に外部抵抗Ｒを挿

入しＩＣ内部への流れ込み電流を１ｍＡ以下として下さい。 

外部抵抗Ｒを決定する参考式を次に示します。 

 

    （ＶＳＰ－ＶＢ－ＶＦdiode）／（Ｒ＋３００Ω）≦１ｍＡ 

         ＶＦdiode＝０．５Ｖ（高温時） 

         ３００Ω；内蔵抵抗 

 

外部抵抗Ｒを接続した場合、コンパレータの入力電圧は Ｒと内部抵抗の分割となり、

ＶＳＰ電圧値とコンパレータ入力電圧値に差が出る事になります。 

 

VB 
HU 
HV 
HW 

図２図２図２図２.HU,HV,HW.HU,HV,HW.HU,HV,HW.HU,HV,HW 端子の等価回路端子の等価回路端子の等価回路端子の等価回路    
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（３）ＣＲ，ＶＴＲ端子 

・この２端子に抵抗とコンデンサを接続することで三角波の発振周波数を決定します。周

波数はおおむね次の式で決ります。 

   ｆＰＷＭ＝－１／（２・Ｃ・Ｒ・Ｌｎ（１－３．５／５．５）） 

       ＝０．４９４／（Ｃ・Ｒ）  （Ｈｚ） 

・ＣＲ，ＶＴＲ端子の等価回路を図４に示します。 

・発振周波数の誤差要因 

ＶＴＲ端子の内部抵抗（仕様書記載；ＶＴＲ端子出力抵抗）が外付け抵抗に加算され

ます。また、回路基板に存在する浮遊容量が外付け容量に加算されます。 

・三角波振幅レベルのばらつき 

ＶＳＡＷＨとＶＳＡＷＬの電圧は、内蔵ＶＢ電源の電圧を３本の抵抗で分圧して発生

させています。理論上は次式に従います。 

      ＶＳＡＷＨ＝ＶＢ×５．４／７．５ 

      ＶＳＡＷＬ＝ＶＢ×２．１／７．５ 

ばらつきの主たる要因は内蔵ＶＢ電源の電圧ばらつきです。 

 

図３．ＶＳＰ端子の等価回路図３．ＶＳＰ端子の等価回路図３．ＶＳＰ端子の等価回路図３．ＶＳＰ端子の等価回路    

  

コンパレータ ＶＳＰ 

ＣＲ端子より 

TYP 200kΩ 

ＶＢ 

TYP 300Ω 
Diode 
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（４）ＲＳ端子 

・過電流検出信号入力端子です。図５に等価回路を示します。Ｒｓシャント抵抗は三相ブ

リッジ回路の下アームソース側を共通接続した所とＧＮＤとの間に接続します。そのＲ

ｓシャント抵抗の端子電圧をＲＳ端子に入力することより過電流状態を検出します。Ｒ

Ｓ端子電圧がＩＣ内部の電流制限用基準電圧Ｖｒｅｆを越えると、下アームの出力をオ

フします。過電流検出後のリセット動作は、内部クロック信号の１周期毎に行います。

制限電流値Ｉｏは、Ｉｏ＝Ｖｒｅｆ／ＲＳ（ＲＳは外付け抵抗）で求められます。ＲＳ端

子内部には、約１μｓのフィルタを内蔵しています（図５参照）。ただし、ノイズによ

って過電流検出機能が誤動作する場合は、Ｒ１，Ｃ１による外部フィルタを追加して下

さい。ただしフィルタ時定数をあまり大きく選びますと、過電流検出信号の検出遅れが

生じますからご注意下さい。 
        ＥＣＮ３０３０／３６；Ｖｒｅｆ＝０．５Ｖ  ｔｙｐ． 

        ＥＣＮ３０３１   ；Ｖｒｅｆ＝１．２３Ｖ ｔｙｐ． 

        ＥＣＮ３０３５   ；Ｖｒｅｆ＝１．２５Ｖ ｔｙｐ． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．ＣＲ，ＶＴＲ端子の等価回路図４．ＣＲ，ＶＴＲ端子の等価回路図４．ＣＲ，ＶＴＲ端子の等価回路図４．ＣＲ，ＶＴＲ端子の等価回路    
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（５）ＦＧ端子 

・ＦＧ端子でモータの回転数をモニタできます。 

・ＦＧ端子の等価回路を図６に示します。 

・ＦＧ出力は、ホール信号HU,HV,HWの３相合成波形の立ち上がり 

エッジに同期して、ワンショットのパルスを出力します。同パ

ルス幅τM は、ＭＣＲ端子に接続されるＲＣの時定数より決定

されます。ＦＧ出力パルス幅はおおむね次式で決まります。 

τM＝－（Ｃ×Ｒ×Ｌｎ(１－ＶＢ×２／３／ＶＢ)） 

  ＝１．１×Ｃ×Ｒ  (s) 

但し、τＭは１０μｓ以上として下さい。 

ワンショットのパルスは、モノマルチ回路により形成されます。

本モノマルチ回路は、パルス発生中にトリガが入力される状態になると出力を”Ｈ”に

保つ、リトリガ機能がついています。図７にタイムチャートを示します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）ＲＷＤ端子 

・ＲＷＤ端子を“Ｈ”または“Ｌ”にすることで回転方向が

Ｕ→Ｖ→Ｗ方向、Ｕ→Ｗ→Ｖ方向のモータを外部回路を付

加することなく制御することができます。（入力等価回路

は、ＨＵ，ＨＶ，ＨＷに同じです。） 

ただし、運転中の正逆切替は三相ブリッジ回路の上下アーム短絡を起こしパワー素子が

破壊する場合があります。これを防止するには、切り替え前後にＶＳＰ入力を一旦“Ｌ”

にすることが必要です。なお、切替時にはＶＳ電源が上昇するので過電圧とならないよ

う注意して下さい。 

ＲＷＤ入力とモータの回転方向 

  ＲＷＤ入力   回転方向 
    Ｈ     Ｕ→Ｖ→Ｗ 
    Ｌ     Ｕ→Ｗ→Ｖ   

   

 

図６図６図６図６....ＦＧ端子の等価回路ＦＧ端子の等価回路ＦＧ端子の等価回路ＦＧ端子の等価回路    
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図７図７図７図７....タイムチャートタイムチャートタイムチャートタイムチャート 
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（７）ＰＧＵ，ＰＧＶ，ＰＧＷ端子 

 三相ブリッジ回路上アーム素子のゲートを制御する出力端子です。図８に等価回路を示

します。 

 

（８）ＭＵ，ＭＶ，ＭＷ 

 三相ブリッジ回路各相の中点とモータの巻線に接続する出力端子です。図８に等価回路

を示します。 

 

（９）ＮＧＵ，ＮＧＶ，ＮＧＷ端子 

 三相ブリッジ回路下アーム素子のゲートを制御する出力端子です。図９に等価回路を示

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）ＶＣＣ端子 

・上アーム、下アーム駆動回路、チャージポンプ回路等に用いられる高圧素子(ＩＧＢＴ,

高圧ＣＭＯＳ)を駆動する電源端子です。また、内部ＶＢ電源を生成します。 

・ＶＣＣの電源容量は、スタンバイ電流 ＩＣＣにＣＢ端子から取り出す電流を加算し、マ

ージンを見て設定して下さい。 

・本ＩＣはＶＣＣ不足電圧検出回路（ＬＶＳＤ）を内蔵しております。ＶＣＣ電圧が低下

しＬＶＳＤＯＮ（１１．５Ｖ ｔｙｐ．）以下になると、上下アームＩＧＢＴがオールオ

フ状態となります。再びＶＣＣが上昇すると、ＬＶＳＤＯＦＦ（１２．０Ｖ ｔｙｐ．）

以上で出力オールオフ状態が解除します。 

 

（１１）ＣＢ端子 

・内部ＶＢ電源の出力端子です。ＶＢ電源で、入力、三相分配、ＦＧ、ＲＷＤ、三角波、

過電流検出等の回路を駆動します。この内部電源７．５Ｖ（ｔｙｐ．）はＶＣＣ電源よ

図８図８図８図８.PGU,PGV,PGW.PGU,PGV,PGW.PGU,PGV,PGW.PGU,PGV,PGW,MU,MV,MW,MU,MV,MW,MU,MV,MW,MU,MV,MW 端子端子端子端子    

の等価回路の等価回路の等価回路の等価回路    

PGU
PGV
PGW 

MU
MV
MW

C+ 

図９図９図９図９.NGU,NGV,NGW.NGU,NGV,NGW.NGU,NGV,NGW.NGU,NGV,NGW 端子の等価回路端子の等価回路端子の等価回路端子の等価回路    

VCC 
NGU
NGV
NGW 
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り生成されます。 
・ＣＢ端子には、発振防止用コンデンサＣｏを接続して下さい。容量は、０．２２μＦ±

２０％を推奨します。 

・ＣＢ端子に外部回路等を接続する際、電源の安定化を目的としてコンデンサを追加する

場合は、数μＦ程度にとどめて下さい。Ｃｏが大きいと電源シーケンス等の過渡時にお

いて、ＩＣ内部ＶＢ電源の動作に遅延が生じ、ＩＣ出力が誤動作する場合があります。

やむを得ず大きなコンデンサを追加する場合は、ＶＢ電源が十分安定した後で入力を与

えるようにして下さい。 

・ＶＢ出力電流は、ＩＢ規格２５ｍＡを越えないようにして下さい。ＶＢ出力電流が大き

いと、電源シーケンス等におけるＶＣＣの立ち上がり立ち下がりにおいて、ＶＣＣと内

部ＶＢ電源に差が生じ、内部ロジック回路の誤動作が発生する場合があります。ＶＢ出

力電流が大きくなる場合は、ＶＢ電源が十分安定している状態で入力をコントロールす

るようにして下さい。 

 

（１２）ＶＳ端子 

 上アーム駆動回路、チャージポンプ回路の電源端子です。 

 

（１３）Ｃ＋，ＣＬ端子 

・チャージポンプ回路用端子です。一般に三相ブリッジ回路では、出力がＮチャンネル型

デバイスのトーテムポール構成となっています。従って、上アームデバイスのオン状態

を保つためには、ＶＳ電源より高い上アーム駆動電源が必要となります。本ＩＣではチ

ャージポンプ回路で上アーム駆動電源を生成しますので、専用の電源は必要有りません。 

・Ｃ＋は上アーム駆動電源を供給する端子で、およそ(ＶＳ＋ＶＣＣ)の電圧となります。 

・ＣＬはＶＣＣの電位をＣ＋に接続するコンデンサに汲み上げる動作を行います。 

ＣＬ端子電圧の振幅は、およそ０ＶからＶｓです。 

・チャージポンプ回路は内部クロック（周波数は三角波発振回路で設定）によって動作し

ます。図１０で簡単に動作を説明します。ＳＷ１，ＳＷ２は内部クロックに同期して交

互にＯＮ／ＯＦＦ動作を繰り返します。ＣＬ電位が０Ｖの時（ＳＷ１：ＯＦＦ、ＳＷ２：

ＯＮ）、ＶＣＣからＤ１を通って、Ｃ１コンデンサに電荷を蓄えます（経路①）。次にＳ

Ｗ１：ＯＮ、ＳＷ２：ＯＦＦにより、ＣＬ電位がＶＳ電位に持ち上がることによって、Ｃ

１コンデンサに蓄えられた電荷は、Ｄ２を通ってＣ２コンデンサに汲み上げられます（経

路②）。この動作を内部クロック周波数で繰り返し、Ｃ２コンデンサに電荷を充電させ

て上アーム電源を生成します。この上アーム電源（Ｃ２）からＣ＋端子を介して、上ア

ーム駆動回路に電力が供給されます（経路③）。 

 なお、ＣＬ端子の出力電圧は dV/dt が大きいため、低圧系回路（特に、ＰＷＭ回路、モ

ノマルチ回路等）との配線間に容量結合があると、低圧系回路にノイズが乗る場合があ
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ります。 

 その対策としては、配線間の距離を空けて容量結合を抑える方法、あるいは、低圧系回

路にノイズ吸収用コンデンサを入れる方法等が効果的です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ｄ１，Ｄ２の設定 

ダイオードの仕様は表１に示す、弊社高速ダイオードまたは相当品を推奨いたします。 

ＣＬ端子電圧の振幅は、およそ０ＶからＶＳ電位ですので、高耐圧のダイオードが必要で

す。 

表１．アキシャルリードタイプの場合 

弊社高速ダイオード推奨型式 
Ｉ Ｃ 型 式 

ガラスモールド レジンモールド 
主 な 仕 様 

ＥＣＮ３０３０／３０３１ ＤＦＧ１Ｃ４ ＤＦＭ１Ｆ４ ４００Ｖ，１Ａ，１００ｎｓ 

ＥＣＮ３０３５／３０３６ ＤＦＧ１Ｃ６ ＤＦＭ１Ｆ６ ６００Ｖ，１Ａ，１００ｎｓ 

 

・Ｃ１，Ｃ２の設定 

上アーム素子は、コンデンサに蓄えられた電荷により駆動します。コンデンサ容量は１．

０μＦ±２０％を推奨致します。これ以外のコンデンサをご使用される場合はＣ＋から

ＶＳ間の電圧（ＶＣＰ）が１３Ｖを下回らないようにして下さい。 

なお、コンデンサのストレス電圧は、動作上ＶＣＣ以下となります。これらコンデンサ

のストレス電圧は、動作上ＶＣＣ以下となります。 

 

ＶＣＣ 
クロック 

上アーム 

駆動回路 
+ - 

+ 
- 

Ｃ１ 

Ｃ２ 

ＳＷ１ 

ＳＷ２ 

内部 

Ｄ１ 

Ｄ２ 

ＣＬ 

Ｃ＋ 

② 

① 

③ 

ＰＧＵ， 
ＰＧＶ， 
ＰＧＷ 

Ｒｓ 

ＶＳ 

ＧＮＤ 

ＭＵ， 
ＭＶ， 
ＭＷ 

ＶＳ 

図１０．チャージポンプ等価回路図１０．チャージポンプ等価回路図１０．チャージポンプ等価回路図１０．チャージポンプ等価回路    
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（１４）ＧＮＤ端子 

ＶＣＣ系、ＶＢ電源系のＧＮＤ端子です。 

 

３．使用上の注意 

（１）電源シーケンス 

・ＶＳ電源オン、ＶＳＰ端子入力信号印加状態において、ＶＣＣ電源を立ち上げた場合三

相ブリッジ回路の上下アーム短絡が発生する場合があります。 
電源の投入順は、①ＶＣＣ，ＶＳ ②ＶＳＰとして下さい。遮断順は①ＶＳＰ②ＶＳ、

ＶＣＣとして下さい。 
・ＶＳＰがＶＳＡＷＬ以下の場合は電源シーケンスフリーです。 
 

（２）サージ耐量の確保 

・ＶＳ端子およびＶＣＣ端子に最大定格を超えるサージ電圧が印加されると、ＩＣが破壊

する場合があります。サージによる破壊が起きた場合、次の対策が有効です。 

 １）端子に近接してツェナーダイオード等のサージ吸収素子を配置して下さい。 

 ２）端子に近接してパスコンデンサを設けて下さい。容量が大きいほど有効ですが、 

少なくとも０．１μＦ以上のセラミックコンデンサ等を使用して下さい。 

 

（３）上アームパワー素子の貫通電流について 

・下アームパワー素子オン時に発生するＭＵ端子の電圧立ち下がり dV/dt によって上アー

ムゲートソース間の電圧が跳ね上がる場合があります。この時上アームがオン動作を起

こし、電流が貫通する場合があります。この貫通電流は、dV/dt の大きさに比例して増加

します。 

・この現象によるゲート電圧の跳ね上がる大

きさ（Vg_peak）は、上アームパワー素子の

Cgd 容量とゲートソース間のインピーダン

ス（ＩＣのＰＧ＊－Ｍ＊間オン抵抗 Rgs と

パワー素子の Cgs で構成）の比と dV/dt の

関係から決ります。図１１を参照下さい。 

 これより、貫通電流を抑制させるには、下

記の２つの方法があります。 

 １）出力端子のマイナス dV/dt を抑える。 

 ２）上アームパワー素子の Cgs を大きくする。 

   （ゲートソース間にコンデンサを入れる。） 

・マイナス dV/dt を抑制する方法としては、下アームパワー素子のオンスイッチング時間

を遅くするため、ゲート抵抗 Rg を大きくする方法（図１４内の（３）項参照）がありま

D 

G 

S 

Cgd 

Cgs 

Cds 

Rgs Vg 
dv/dt 

Vg_peak=Cgd×dv/dt/(Cgs/t+1/Rgs) 

図１１．ゲート電圧のはね上がり原理の説明図図１１．ゲート電圧のはね上がり原理の説明図図１１．ゲート電圧のはね上がり原理の説明図図１１．ゲート電圧のはね上がり原理の説明図    
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す。あるいは、パワー素子のソースドレイン間にスナバコンデンサを入れる方法等があ

ります。 

 図１２に、下アームゲート抵抗 Rg と dV/dt 及び貫通電流（ピーク電流）の関係例を示し

ます。日立パワーＭＯＳ"2SK1400"(7A/350V)を負荷とした例です。1600V/μs 以上で貫通

電流が増加し初め、5000V/μs では 30A もの貫通を生じます。同図に、下アームパワー素

子ゲートに抵抗 Rg を挿入した際の、Rg と dV/dt の関係曲線を示します。Rg が大きいほ

ど dV/dt が小さくなり、また貫通電流も小さくなることがわかります。 

 但し、ゲート抵抗を入れる方法は、パワー素子のスイッチングロスを増大させることに

なりますので、前述した方法も含め複合的に対処する必要があります。 

図１２．dv/dtと貫通電流およびRgの関係_図１２．dv/dtと貫通電流およびRgの関係_図１２．dv/dtと貫通電流およびRgの関係_図１２．dv/dtと貫通電流およびRgの関係_
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（４）上アームパワー素子の誤オンについて 

・下アームパワー素子オン時にＭＵ端子電圧が振動すると、上アームパワー素子が誤オン

する場合があります。この電圧振動は、特に上下のパワー素子を接続する配線長が長く

Ｌ分が存在するような場合に発生しやすくなります。配線は出来るだけ短くなるように

御配慮下さい。（図１４内の（４）項参照） 

 

（５）VSP 端子のノイズによる上アームパワー素子の誤オンについて 

・回路の配線の状態によっては、下アームパワー素子オン時に発生する dV/dt の影響を受

け VSP 端子にこれと同期したノイズが印加される場合があります。この時、出力端子電

圧が振動するように見えるため、上記（４）項の様に上アームパワー素子が誤オンする

場合があります。 

・VSP 端子と RS 抵抗のグランド側との間に、0.1μF 程度のコンデンサを接続することによ

り、dV/dt 発生時のノイズの除去が可能となります。（図１４内の（５）項参照） 
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（６）Ｒｓシャント抵抗について 

・過電流検出レベルを決定するシャント抵抗Ｒｓおよびその配線系において、できるだけ

インダクタンス成分を生じないようにして下さい。図１３を参照下さい。 

・過電流検出動作時において、このインダクタンス成分（Ｌｓ）と電流のｄｉ／ｄｔから

シャント抵抗Ｒｓにマイナスサージ電圧が発生する場合があります。この電圧は、ＩＣ

のＲＳ－ＧＮＤ端子間（Ｖａ１）および、ＭＯＳ／ＩＧＢＴのゲート容量結合を介して

下アーム出力ＮＧＵ，ＮＧＶ，ＮＧＷ－ＧＮＤ端子間（Ｖａ２）に印加されます。これ

により最悪ＩＣが破壊する恐れがあります。このマイナスサージ電圧Ｖａ１およびＶａ

２は－２Ｖを越えないようにして下さい。また、何らかの理由により、出力短絡が発生

した場合も同様に、マイナスサージ電圧が発生する場合があります。これは、負荷電流

（モータ負荷）の大きさに依存します。 

・マイナスサージ電圧の抑制には、下記方法が効果的です。 

① シャント抵抗Ｒｓの配線を極力短くする。（図１４内の（６）①項参照） 

② 無誘導型のシャント抵抗を使用する。 

③ シャント抵抗と逆並列接続にダイオードＤｓを付加し、サージ電圧をクランプ

する。この場合、ダイオードの接続箇所および容量の選択により効果が異なりま

すのでご注意下さい。（図１４内の（６）③項参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図図図    １３．シャ１３．シャ１３．シャ１３．シャント抵抗における過電圧の発生ント抵抗における過電圧の発生ント抵抗における過電圧の発生ント抵抗における過電圧の発生    

 

ＥＣＮ３０３０ＥＣＮ３０３０ＥＣＮ３０３０ＥＣＮ３０３０    
ＥＣＮ３０３１ＥＣＮ３０３１ＥＣＮ３０３１ＥＣＮ３０３１    
ＥＣＮ３０３５ＥＣＮ３０３５ＥＣＮ３０３５ＥＣＮ３０３５    
ＥＣＮ３０３６ＥＣＮ３０３６ＥＣＮ３０３６ＥＣＮ３０３６ 
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図１４．三相ブリッジ回路における実装上の注意点図１４．三相ブリッジ回路における実装上の注意点図１４．三相ブリッジ回路における実装上の注意点図１４．三相ブリッジ回路における実装上の注意点    
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（７）ＮＣ端子配線についての注意 

 すべてのＮＣ端子は、ＩＣ内部（チップ）の接続のために使用していません。そのため

絶縁耐圧は６００Ｖを越えます。しかし、本ＩＣの動作特性上、寄生容量の一部を構成

しています。ピン間の容量値は数十ｐＦ程度です。このため、プリント基板設計におい

てＮＣピンに配線を接続される場合は、本寄生容量を考慮して設計してください。 

 

（８）ピン間絶縁について 

・下記ピン間には高電圧が印加されます。 

 １６－１７，１７－１８，１８－１９，２１－２２，２４－２５，２７－２８ 

・ＩＣのピンにコーティング処理又はモールドを施すことを推奨いたします。コーティン

グ樹脂は多種多様で、基板の大きさ、厚さなどの形状、その他部品からの影響などが、

半導体デバイスにどのような熱的、機械的ストレスが加えられるか不明な点があります。

コーティング樹脂の選択に当たっては、基板メーカとご相談の上使用頂くようお願いい

たします。 

 

（９）その他 

その他の内容については、「日立高耐圧ＩＣ使用上のご注意」を参照して下さい。 
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